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Teori:

Bir lojik kapinin temel karektersitikleri tiim devrelere ait giris/cikis seviyeO/seviyel gerilim
ve akim degerleri ,propagosyon gecikme siireleri ,¢ikis yelpazesi ve ¢ikis karekteristikleridir.

Propagasyon gecikme siiresi,lojik kapinin girisinde meydane gelen ¢ikisina etki etmesi igin
gereken siire olarak tanimlanabilir.

Cikis yelpazesi(fan out);logic kapinin ¢ikisina belirlenen araliklarda buluna isaretin gerilim
seviyeleri korunacak sekilde baglanabilecek kap1 sayisidir.

Lojik kapilarin ¢ikis karekteristikleri 3 e ayrilir.
-Bipolar ¢ikiglar:Lojik 0 ve lojik1 ¢ikiglarini tireten TTL ¢ikiglardir.

-Unipolar ¢ikiglar:Sadece lojik 0 ¢ikisi iiretir,lojik1 noktasinda transistor doyuma ulasir,ve
gerekli olan gerilim seviyesi besleme gerilimine direng baglanarak elde edilir.

-Ug durumlu ¢ikislar:Lojik 0 ve lojik 1 durumlarina ek olarak kapilarmin veri yollarina
baglanmalarint miimkiin kilan yiiksek empedans diye adlandirilan tigiincii durumdur.

Sayisal tiimdevreler iiretilirken uygulanan teknolojilere gore su sekilde siniflandirilir.
ECL-emitor kuplajli lojik

TTL-transistor kuplajli lojik

I2L:entegre enjeksiyonlu lojik

MOS:metal oksit yari iletken

CMOS:Tiimlemeli metal oksit yar1 iletken

TTL,genis ¢apl bir sayisal fonksiyonlar listesine sahiptir ve halen en populer lojik ailedir.

ECL,yiiksek hizl islemler ,MOS ve I2 L yiiksek bilesen yogunlugu,CMOS ise diisiik gii¢
tiikketimi gerektiren sistemlerde kullanilir.

Malzeme Listesi:
4011 CMOS NAND kap1 tiimdevresi

7400 TTL NAND kap1



1 adet 100 ohm
Uygulamalar:
1-TTL NAND Kapisinin Statik Karekteristiklerinin Bulunmasi :

Bosta ¢alisma karekteristigi kapi ¢ikisi yiiksiiz iken Ve=f(Vg) bagintisidir.Verilen devreyi
kurarak bosta caligma karekteritigini uygun degerler alarak bir tablo halinde elde ediniz.
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Sekil 1.1 : Bosta cahsma karakteristifinin ¢ikartilmas: icin kurulacak devre

2.Non-lon Karekteritiginin Cikartilmasi:
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Kap1 ¢ikisini 1 diizeyinde tutmak isteyen giris kosullari olusmusken,¢ikisin lojik 0 diizeyine
zorlanmasi halinde elde edilen bagintidir.Sekildeki devreyi kurup uygun degerler alarak tablo
halinde elde ediniiz.

3.Vov-loL Karesteriginin Cikartilmasi:
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Kap1 ¢ikisini lojik 0 diizeyde tutmak isteyen giris kosulalr1 olusmusken,¢ikisin lojik 1
diizetine zorlanmasi halinde elde dilen bagintidir.Sekildeki devreyi kurup uygun degerler
alarak tablo halinde elde ediniiz.

4. Vi-Ii Karekteristiginin Ctkartilmasi:

Cikas yiikstizken giris gerilimi ve akim arasindaki bagintidir.Devreyi kurarak uygun degerler
alarak tablo haline getiriniz.
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5.Yukarida yapilan TTL NAND kapist icin yapilanlari(1-2-3-4) CMOS NAND kapist i¢in
tekrarlayiniz.

6.Deneyler sirasinda elde edilen sonuglart kullanarak TTL ve CMOS teknolojilerini
karsilastiriniz.
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